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情報提供  

【本件のポイント】 

１．世界で初めて SiC 集積回路試作を量産ファブで行った。 

２．広島大とフェニテックセミコンダクター（株）合同チームの成果であり、 

「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（通称 J-PEAKS）」の一環 

である。 

３．今後チップに集積する素子数を増やし、SiC 集積回路の大規模化を進める。 

 

 

【概要】 

広島大学ではこれまで科研費基盤研究(S) 「人類のフロンティア拡大を支える SiC

極限環境エレクトロニクスの確立」などのもと、５００℃の高温や高放射線下でも駆

動可能なシリコンカーバイド半導体集積回路の研究開発を行ってきた。従来エレクト

ロニクスの使用は温度が最大１５０℃程度、耐放射線性１ｋＧｙ（キロ・グレイ）程

度に制限されてきたが、ＳｉＣ集積回路はこの利用範囲を大幅に拡げるものであり、

EV 電気自動車などでの冷却不要な集積回路や、金星探査などの宇宙開発、福島第一

原発の廃炉作業ロボットなど、多くの応用が期待されている。 

これまで SiC 集積回路の作製は、広島大学 半導体産業技術研究所 スーパークリー

ンルームで行い、ロジック回路・アナログ回路・ＣＭＯＳイメージセンサなどの研究

開発を進めてきた。この研究は半導体エレクトロニクスの応用範囲を大幅に拡げるも

のであり、世界的にも注目されている。Ｓｉ

Ｃ集積回路の大規模化を進め、社会実装する

ためには、民間企業への技術移管などによる

SiC 集積回路ファウンドリ（半導体生産工

場）の立ち上げが急務である。そのためには

量産ラインでの SiC 集積回路製造プロセス

の整備と試作デバイスからのデバイスパラ

メータ抽出が必要である。これを行うために

2024 年 5 月に広島大学とフェニテックセ

ミコンダクター株式会社による合同チーム
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図１．本研究開発で社会実装を目指してい

る SiC 半導体集積回路のアプリケーショ

ン：EV 用集積回路から、宇宙用、福島第

一原発の廃炉用など多岐にわたる。 
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い、試作はフェニテックセミコンダクター株式会社の 6 インチ SiC 量産ファブで行っ

た。今後、SiC 集積回路の設計・製造の環境整備を進め、チップに集積する素子数を

増やし、SiC 集積回路の大規模化を進める。 

 

【背景】 

  シリコンカーバイド半導体（SiC）は、パワー半導体デバイスとして新幹線や EV 電

気自動車などで使われ始めている。SiC はバンドギャップが広く原⼦間結合が強い性

質を持ち、このため SiC デバイスは⾼放射線・⾼温などの極限環境でも駆動可能であ

る。広島大学では、極限環境下でも駆動可能な SiC 集積回路の研究開発を進めており

[1-3]、これまで EV 用などの高温駆動集積回路[4、９]やメモリ[5]、福島第一原子

力発電所廃炉のための耐放射線 SiC イメージセンサ[6、７，８]などの研究開発を進

めてきた。本研究開発では図１に示すようなアプリケーションへの社会実装を目指し

ている。 

 

【成果の内容】 

本プロジェクトでは SiC 集積回路・デバイス設計は主に広島大学が担当し、製造プ

ロセス検討は合同で行い、試作はフェニテックセミコンダクター株式会社の 6 インチ

SiC 量産ファブで行った。この設計・試作・測定評価の流れを図２に示す。本研究開

発は図 3 に示す広島大学とフェニテックセミコンダクター株式会社との合同チームで

進めた。この SiC 量産ファブでは SiC パワー半導体デバイスの生産を行っているが、

パワー半導体デバイスは SiC 集積回路と構造が大きく違い、製造プロセスも大きく違

う。また SiC 集積回路には多層配線を導入する必要もある。これらを合同チームで議

 

図 2. 本 SiC-IC 社会実装プロジェクトでの設計・試作・評価の流れ. 

 

図 3．広島大学とフェニテックセミコンダクター株式会社による合同チーム . 



論して、新しく製造プロセスを構築し、今回半導体チップ製造を行った。 

 

図 4 に今回作製した SiC 集積回路チップの設計レイアウトと SiC ウェハを示す。

EV 用集積回路や廃炉対応用の SiC CMOS イメージセンサのテストチップに加え、デ

バイス・プロセス評価のためのデバイスが多数集積されている。2025 年 4 月、量産

ラインでの第一次製造が完了し、フェニテックセミコンダクター株式会社から広島大

学へ SiC 集積回路の試作製造ウェハが引き渡された。SiC 集積回路の量産ファブでの

試作製造は、世界で初めてのことであり、社会実装のための重要な一歩となる。 

 

【今後の展開】 

今後、今後 SiC 集積回路設計・製造の環境整備を合同で進め、SiC 集積回路の大規

模化を進める。また自動車産業、宇宙産業や原子炉・核融合炉などのエネルギー産業

などのシステムメーカとの連携を強化し、これらを取りまとめながら、SiC 集積回路

ファウンドリの立ち上げのための SiC 集積回路の共通プラットフォームを構築する。 

 

 

地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS） とは 

地域の中核大学や研究の特定分野に強みを持つ大学が、その強みや特色のある研究

力を核とした戦略的経営のもと、他大学との連携等を図りつつ、研究活動の国際展開

や社会実装の加速等により研究力を強化することで、我が国全体の研究力の発展を牽

引する研究大学群の形成を推進することを目的としている。Program for Forming 

Japan’s Peak Research Universities の通称。広島大学は 2023 年度に採択さ

れ、2028 年度までの 6 年間で総額 55 億円の財政支援が予定されている。 
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